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REKABENTUK, FABRIKASI DAN PENCIRIAN CMOS ISFET UNTUK
PENGUKURAN pH

ABSTRAK

Transistor Kesan Medan Sensitif terhadap lon atau lebih dikenali sebagai
lon Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) ialah penderiay pH jenis
potentiometrik yang mudah diadaptasikan pada applikasi kimia; hio-kimia dan
bio-perubatan. Operasi ISFET ini berdasarkan penyerapan cas daripada larutan
ujikaji pada antaramuka pepejal-elektrolit yang terletak di get)ISFET. Hasilnya,
voltan ambang ISFET dimodulasikan. Tesis ini menggambarkan rekabentuk,
simulasi, fabrikasi dan pencirian ISFET untuk ukuran pH.suatu larutan. Simulasi
ISFET dijalankan terlebih dahulu dengan menggunakan perisian simulasi TCAD
TSUPREM4 dan MEDICI. Fabrikasi ISFET dijalankan di dalam Makmal Bilik
Bersih di Universiti Malaysia Perlis dengan<meggunakan teknologi fabrikasi
CMOS. Fabrikasi ini dapat dicapai oleh kerana kesesuaian teknologi antara
ISFET dan CMOS. Silikon nitrida digupakan sebagai membran sensitive ion
dan ia dilapiskan pada permukaans-get dengan menggunakan teknik
pemendapan wap kimia peningkatan-plasma (PECVD). Sejumlah enam acuan
direkabentuk dan digunakan. dalam“ fabrikasi ini. ISFET yang difabrikasi
bertujuan mengukur pH suatu_larutan. Satu sistem pencirian semikonduktor
yang terdiri daripada alat ypengukur wafer mikro dan alat analisa parameter
digunakan untuk mendapatkan pencirian yang jitu tentang ISFET. Bagi tujuan
analisa ISFET dalam larutan, satu elektrod rujukan Argentum/Argentum Klorida
dan tiga sample larutan penampan dengan pH 4, pH 7 dan pH 10 masing-
masing digunakan. semasa eksperimen dilakukan. Kepekaan ISFET yang
diukur ialah 40mV/pH bagi ISFET jenis n dan 30mV/pH bagi ISFET jenis p.
Hasil yang diperolehi menunjukkan CMOS ISFET yang difabrikasi di makmal
berfungsi,seperti yang dijangkakan.
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